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ОСОБЕННОСТИ САМОКОМПЕНСАЦИИ ПРИМЕСИ СОБСТВЕННЫМИ 
 ДЕФЕКТАМИ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ СЕЛЕНИДА СВИНЦА 

 
Халькогениды свинца (PbS,PbSe,PbTe) обладают оптимальным набором физических 

параметров для детектирования излучения в ИК области спектра. Соединения этой группы 
технологичны: оптимальным условиям кристаллизации соответствуют сравнительно невы-
сокие температуры и давления пара. В то же время эти вещества обладают существенным 
недостатком, который состоит в высоком уровне дефектности из-за малых энергий образова-
ния собственных дефектов, а также их высокой электрической и оптической активностью. 
Существующие в настоящее время технологии изготовления фоточувствительных слоев ори-
ентированы главным образом на разработку способов контроля и устранения собственных 
дефектов и опираются на принципы, чрезвычайно сложные для практической реализации в 
промышленных условиях.  

Предлагаются новые принципы управления дефектным состоянием халькогенидов 
свинца, основанные на особенностях статистического взаимодействия примесей с собствен-
ными дефектами и влияния этих взаимодействий на электронное состояние материала. Пока-
зывается, что комплексное легирование халькогенидов свинца с одновременным воздействи-
ем на дефектную систему соединения является эффективным и простым по исполнению ме-
тодом получения самокомпенсированных образцов с концентрациями носителей тока близ-
кими к собственным. Особенности эффекта самокомпенсации в узкозонных халькогенидах 
свинца демонстрируются на примере селенида свинца – соединения с типичной для халько-
генидов свинца дефектной структурой. Объектом исследования являются блочные эпитакси-
альные пленки PbSe, полученные методами вакуумной эпитаксии и легированные донорной 
(Cl), акцепторной (Tl) и амфотерной (Bi) примесями с соответствующими избытками компо-
нента соединения. Приводятся результаты исследования электрических свойств самокомпен-
сированных пленок PbSe:Cl:Seex и PbSe:Tl:Pbex. Обсуждается дефектно-примесная структура 
образцов. С помощью низкотемпературной туннельной спектроскопии исследовано про-
странственное распределение примеси в пленке. Показана принципиальная возможность по-
лучения высокоомных самокомпенсированных пленок, как поликристаллических, так и эпи-
таксиальных, обладающих фотопроводимостью, в том числе без дополнительной активации. 
Инерционность фотоответа (<10 мс) удовлетворяет требованиям использования в телевизи-
онных системах. 
 
 


